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１．はじめに

C8-BTBT は塗布形成が可能であり、高い電

界効果移動度を示すことから注目を集めてい

る [1]。これまで我々は、溶媒としてクロロホ

ルムやクロロベンゼンなどのハロゲン溶媒を

用い、スピンコート法により、C8-BTBT を半

導体層としたトップゲート型 FET を作製し、

高い移動度、ヒステリシスのない安定した特

性を示してきた[2][3]。しかしながら、実用化

に際しては、環境負荷低減のため非ハロゲン

溶媒の使用が求められる。本研究では、溶媒

として非ハロゲン溶媒であるトルエンを用い、

スピンコート法によりトップゲート型

C8-BTBT FET を作製した。FET 特性を評価し

たところ、良好な特性を示した。 

２．実験 

Fig. 1 に本研究で作製したトップゲート

C8-BTBT FET のデバイス構造を示す。ガラス

基板上にバッファー層として PVP を成膜し、

PVP層上部にCr/Auソース-ドレイン電極を形

成した後、C8-BTBT 溶液（トルエン溶媒 1 wt%）

をスピンコートし、乾燥させた。その後、ゲ

ート絶縁膜として CYTOP 層をスピンコート

法により成膜し、Al ゲート電極を真空蒸着に

より形成した。 

３．結果及び考察 

Fig. 2 にトルエンを溶媒として作製したト

ップゲート型C8-BTBT FETの伝達特性を示す。

伝達特性は、オン/オフ比が 10
8以上、及び急

峻な立ち上がり特性（SS=0.3 V/dec.）を示し

た。また、電界効果移動度は平均で 4.3 cm
2
/Vs、

閾値電圧 0.61 V を示した。これまで報告して

きたクロロベンゼン溶媒を用いた FETと比べ、

同等程度の性能を示した[3]。また、トルエン

溶媒を用いた FET においては、移動度、閾値

電圧のばらつきが、クロロベンゼン溶媒を用

いたものに比べ、抑えられることが分かった。

なお、トルエン以外の非ハロゲン溶媒を用い

た FETの特性についても当日報告する予定で

ある。 
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Fig. 1. Device structure of solution-processed 

top-gate C8-BTBT FETs. 

       

                             
Fig. 2. Transfer characteristics of 

solution-processed top-gate C8-BTBT FET.  
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